Komunikat prasowy

KIOXIA i Sandisk prezentujg technologie pamieci flash 3D nowej
generacji, ktéra osigga szybkos¢ interfejsu NAND 4,8 Gb/s

Firmy prezentujg prapremierowo technologie pamieci flash 3D 10. generacji, ktéra wyznacza
nowy punkt odniesienia pod wzgledem wydajnoSci, energooszczednosci i gestosci bitowej

Niemcy, Disseldorf, 20 lutego 2025 r. — KIOXIA Corporation i Sandisk Corporation sg

pionierami najnowoczesniejszej technologii pamieci flash 3D, ustanawiajgc nowy punkt
odniesienia w branzy dzieki szybkosci interfejsu NAND wynoszgcej 4,8 Gb/s, doskonatej

wydajnoséci energetycznej i zwiekszonej gestosci.

Zaprezentowana na targach ISSCC 2025 nowa innowacja w zakresie pamieci flash 3D, wraz z
rewolucyjng technologig CBA (CMOS directly Bonded to Array)', wyposazona jest w jeden z
najnowszych standardow interfejséw, Toggle DDR6.0 do pamieci flash NAND, i wykorzystuje
protokét SCA (Separate Command Address)?, nowatorskg metode wprowadzania adresu polecen
w interfejsie, a takze technologie PI-LTT (Power Isolated Low-Tapped Termination)®, co ma

zasadnicze znaczenie dla dalszego zmniejszania zuzycia energii.

Firmy spodziewajg sie, ze dzieki wykorzystaniu tej unikalnej, szybkiej technologii nowa pamiec
flash 3D osiggnie 33-procentowg poprawe predkosci interfejsu NAND w poréwnaniu z pamigcig
flash 3D 8. generaciji, ktdra jest obecnie w masowej produkcji, co oznacza, ze szybko$¢ interfejsu
wynosi¢ bedzie 4,8 Gb/s. Technologia ta moze réwniez zapewni¢ udoskonalong wydajnosc
energetyczng danych wejsciowych/wyjsciowych, zmniejszajgc zuzycie energii o 10 procent dla
wejscia i 34 procent dla wyjscia i osiggajgc w ten sposob rownowage miedzy wysokag wydajnoscia

a niskim zuzyciem energii.


http://www.kioxia.com/

W trakcie prezentacji pamieci flash 3D 10. generaciji firmy przyblizyly bardziej szczegétowo nowy
produkt, podkreslajac, ze poprzez zwiekszenie liczby warstw pamieci do 332 i optymalizacji planu
uktadu, zapewniajgcego zwiekszonego gestosé planarng, technologia zwieksza gestos¢ bitowa
0 59%.

»W centrach danych nie tylko zapotrzebowanie na lepszg efektywno$¢ energetyczng roénie,
przewiduje sie rowniez duzy wzrost ilosci generowanych danych , co zwigzane jest z nowymi
zastosowaniami wykorzystujgcymi Al, zas skomplikowane operacje, takie jak wnioskowanie na
obrzezach sieci oraz uzycie technik uczenia transferowego jeszcze bardziej poteguje
wymagania dotyczgce magazynowania danych” — zauwaza Alex Stoermann, wiceprezes i
dyrektor ds. technologii w KIOXIA Europe GmbH. ,KIOXIA kontynuuje prace nad fundamentami,
ktére pozwolg spetni¢ przyszte wymagania dotyczgce magazynowanych danych: wyzsze

szybkosci, wieksza pojemnosc i nizsze zuzycie energii”.

Jak powiedziat Alper llkbahar, starszy wiceprezes ds. strategii globalnej i technologii firmy
Sandsisk: ,Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji potrzeby klientow w zakresie pamieci stajg sie
coraz bardziej zréznicowane. Dzieki naszej innowacji technologicznej CBA dgzymy do
wprowadzenia na rynek produktéw, ktore zapewniajg najlepsze potgczenie wtasciwosci pod
wzgledem pojemnosci, szybkosci, wydajnosci i efektywnosci kapitatowej, aby zaspokoi¢ potrzeby

naszych klientéw we wszystkich segmentach rynku”.

KIOXIA i Sandisk podzielity sie rowniez planami dotyczgcymi nadchodzgcej pamieci flash 3D 9.
generaciji. Dzigki unikalnej technologii CBA firmy mogg taczy¢ nowa technologie CMOS z
istniejgca technologig komérek pamieci, aby dostarcza¢ produkty efektywne pod wzgledem
kapitatu, wydajne i energooszczedne. Obie firmy nieprzerwanie angazujg sie w prace nad
najnowoczesniejszymi technologiami pamieci flash, oferujgc rozwigzane skrojone na miare

potrzeb klienta oraz majgc wktad w rozwdj spoteczenstwa cyfrowego.
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Uwagi:

1: Technologia CBA (CMOS directly Bonded to Array), w ktérej kazda ptytka CMOS i ptytka macierzy komoérek sg
produkowane osobno w optymalnym stanie, a nastepnie tgczone ze soba.

2: Technologia, w ktorej magistrala do wprowadzania polecen/adreséw i magistrala do przesyfania danych sg
catkowicie odseparowane i uzywane rownolegle. Skraca to czas wprowadzania/odczytywania danych.

3: Technologia, w ktorej zrodta zasilania dla dotychczas stosowanego napiecia 1,2 V i dodatkowego nizszego
napiecia sg wykorzystywane jako zrodto zasilania interfejsu NAND. Zmniejsza to zuzycie energii podczas
wprowadzania/odczytywania danych.

*1 Gb/s ma wartos$¢ 1 000 000 000 bitéw/sekunde. Wartos¢ ta zostata osiggnieta w naszym specjalnym $rodowisku
testowym KIOXIA i moze roznic sie w zaleznosci od warunkéw uzytkowania.

* Nazwy firm, produktéw oraz ustug mogg stanowi¢ znaki towarowe podmiotéw trzecich.

Oswiadczenia dotyczace przysziosci

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczace przysztosci w rozumieniu federalnych
przepiséw dotyczacych papieréw wartosciowych, w tym stwierdzenia dotyczgce oczekiwarn dotyczgcych
dostepnosci, mozliwosci i wplywu technologii i produktéw firmy Sandisk. Te stwierdzenia dotyczgce
przysztosci opierajg sie na obecnych oczekiwaniach zarzgdu i podlegajg ryzyku i niepewnosci, ktére
moga spowodowac, ze rzeczywiste wyniki bedg sie znacznie rézni¢ od tych wyrazonych lub

sugerowanych w stwierdzeniach dotyczgcych przysztosci.

Kluczowe czynniki ryzyka i niepewnosci, ktére mogg spowodowadé, ze rzeczywiste wyniki bedg sie
znacznie rézni¢ od tych wyrazonych lub sugerowanych w odwiadczeniach dotyczgcych przyszitosci,
obejmujg: wyzwania operacyjne, finansowe i prawne oraz trudnosci zwigzane z wydzieleniem spinoffu
firmy Western Digital Corporation w zakresie flash do firmy Sandisk; przyszite wyniki operacyjne
samodzielnej dziatalnosci zwigzanej z technologig flash; czy wydzielenie zostanie zakonczone na
oczekiwanych warunkach i w przewidywanym harmonogramie, czy tez w ogodle, w tym mozliwos¢, ze
warunki wydzielenia mogg nie zosta¢ spetnione, ze podmiot rzgdowy moze zabroni¢, op6znié lub
odmowic udzielenia niezbednej zgody; przewidywane korzysci i koszty wydzielenia, w tym fakt, ze
oczekiwane korzysci nie zostang zrealizowane w oczekiwanym terminie, w catosci lub w ogdle;
potencjalne niepozgdane reakcje klientéw lub zmiany w relacjach z nimi, z dostawcami lub innymi
partnerami wynikajgce z ogtoszenia i zakonczenia wydzielenia; reakcje konkurencji na ogtoszenie lub
zakonczenie wydzielenia; nieoczekiwane koszty, zobowigzania, optaty lub wydatki wynikajgce z
wydzielenia; spory sgdowe zwigzane z wydzieleniem; niemoznos$c¢ utrzymania kluczowego personelu w
zwigzku z wydzieleniem, zaktdcenie czasu zarzadzania w biezgcej dziatalnosci biznesowej spowodowane

wydzieleniem; wptyw konfliktdw geopolitycznych na dziatalno$¢; oraz wszelkie zmiany w ogdlnych



warunkach ekonomicznych i/lub specyficznych dla branzy; inne czynniki gospodarcze, konkurencyjne,
prawne, rzgdowe, technologiczne i inne, ktére mogg mie¢ wplyw na wydzielenie oraz inne ryzyka i
niepewnosci okreslone w koncowym oswiadczeniu informacyjnym dotgczonym jako Zatgcznik 99.1 do
oswiadczenia rejestracyjnego Sandisk Corporation na formularzu oswiadczenia 10 ztozonego w SEC w
dniu 27 stycznia 2025 r., ktére jest dostepne na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. Nie
nalezy nadmiernie polegac¢ na tych oswiadczeniach dotyczgcych przysztosci, ktére sg aktualne tylko na
dzien ich publikaciji, a firma Sandisk nie zobowigzuje sie do aktualizacji ani korekty tych o$wiadczen
dotyczacych przysztosci tak, aby uwzglednialy nowe informacji lub wydarzenia, z wyjgtkiem przypadkéw

wymaganych przez prawo.

O firmie KIOXIA

KIOXIA jest swiatowym liderem w dziedzinie rozwigzan pamieciowych i zajmuje sie rozwojem, produkcjg i
sprzedazg pamigci flash oraz dyskow potprzewodnikowych (SSD). W kwietniu 2017 roku jej poprzednik,
firma Toshiba Memory zostata wydzielona z Toshiba Corporation, ktéra wynalazta pamie¢ flash NAND w
1987 roku. KIOXIA angazuje sie w ulepszanie Swiata dzieki pamieci, oferujgc produkty, ustugi i systemy,
ktére zapewniajg wybor dla klientdw i bazujgcg na pamieci wartos¢ dla spoteczenstwa. Innowacyjna
technologia firmy KIOXIA w obszarze pamieci flash 3D, BiCS FLASH™, ksztaltuje przysziosé
przechowywania danych w zastosowaniach o duzej gestosci zapisu, w tym w zaawansowanych
smartfonach, komputerach PC, systemach samochodowych, centrach danych oraz w systemach

generatywnej sztucznej inteligencji. Odwiedz naszg witryne KIOXIA

O firmie Sandisk

Firma Sandisk dostarcza innowacyjne rozwigzania pamieci flash i zaawansowane technologie
magazynowania danych, ktére wychodzg na spotkanie ludziom i firmom, odpowiadajgc na ich aspiracje i
potrzebe chwili, umozliwiajgc im ciggly ruch i osigganie nowych mozliwosci. Sandisk Corporation jest spotka

zalezng nalezgcg w catosci do Western Digital (Nasdaq: WDC). Sledz Sandisk na Instagramie, Facebooku,

X, LinkedIn, Youtube. Dotgcz do TeamSandisk na Instagramie.

Informacje kontaktowe firmy Sandisk

Dla inwestoréw: Investors@sandisk.com

Dla mediéw: Mediainquiries@sandisk.com
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Dane kontaktowe do publikacji:

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Dusseldorf, Niemcy
Tel: +49 (0)211 368 77-0

E-mail: KIE-support@kioxia.com

Dane kontaktowe w przypadku zapytan redakcyjnych:
Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH
Tel: +49 (0) 211 36877 382

E-mail: lena1.hoffmann@kioxia.com
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